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【平成２３年度 研究進捗評価結果】 

評価 評価基準 
 A+ 当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 
○ A 当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 
 B 当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 C 
当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の中止

が適当である 
（意見等） 
本研究は、LSI の高速化・高集積化という重要な課題に対して、数 100nm 以下において現れる微細

配線遅延現象を克服しようとする研究であり、いくつかの重要な進展があり研究は概ね順調である。 
例えば、極めて純度の高い高純度めっき材により、配線抵抗率を大きく下げることに成功している。

さらに結晶粒粗大化などの方法により、低減化もなしとげている。 
なお、添加剤による微細溝への埋め込みによる低減効果までは実証されていないものの、新たな解決

法を示している。 
今後は、当初の研究目的である、革新的高導電性 Cu 多層配線材料システム基盤技術を構築して 28nm

微細 LSI への適用に向けた研究成果を挙げることを大いに期待する。 

検証結果   本研究は、配線幅 28nm 以細の LSI の実現に障害とされている Cu 配線抵抗率増大によ

る LSI の性能劣化防止技術を開発することにある。 
Cu 配線中の深さ方向の結晶粒径の分布を EBSD により評価する方法を開発し、Cu 配

線中の不純物を少なくするほど、Cu 配線中の深さ方向における結晶粒径が均一・粗大化

し、抵抗率を低減できることを見出し、現状の高純度 6NCu に対し、分別再結晶法を適用

し超高純度化 8NCu メッキ材作製プロセスを開発しており、これを用いることで抵抗率を

現状の約 30%低減に成功している。さらに、Cu 配線下部のナノレベル結晶粒界に存在す

る不純物を収差補佐型 STEM(EDX)により評価し、不純物が粒界に濃縮して存在する可能

性を示している。 
以上、順調な成果を上げている。今後は学術的展開を深めると更に成果が上がると思わ

れる。 
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